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(57) Abstract: A method is disclosed for producing a multiplicity of light emitting diode components of the same type, each
comprising at least one light emitting diode chip (3) and a conversion means, to which an injection-moulding compound (2) that
surrounds the light emitting diode chip (3) is added, and which wavelength converter converts the wavelength of at least part of a
primary electromagnetic radiation emitted by the at least one light emitting diode chip (3).

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Herstellen einer Vielzahl von gleichartigen Leuchtdioden-Bauelementen, mit jeweils
zumindest einem Leuchtdioden-Chip (3) und einem Konversionsmittel, das einer den Leuchtdioden-Chip (3) umgebenden
Spritzmasse (2) beigefiigt ist und welches zumindest einen Teil einer vom zumindest einen Leuchtdioden-Chip (3) ausgesandten
elektromagnetischen Primérstrahlung wellenldngenkonvertiert.
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Beschreibung

VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON VERKAPSELTEN LEUCHTDIODEN MIT
WELLENLANGENKONVERTER IN DER VERKAPSELUNG

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen
von Leuchtdioden-Bauelementen, bei denen mindestens ein Teil
einer, von einem Leuchtdioden-Chip ausgesandten,

Primarstrahlung wellenlangenkonvertiert wird.

Heutzutage sind Leuchtdioden-Bauelemente mit verschiedenen
Farborten moéglich. Hierzu weist das Leuchtdioden-Bauelement
einen Leuchtdioden-Chip, auch als LED bekannt, auf. Um den
gesuchten Farbort zu erreichen, wird von der LED abgestrahlte
Primarstrahlung auf ein Konversionsmittel gestrahlt. In
diesem wird die Primdrstrahlung der LED in eine

Sekundarstrahlung des gewlinschten Farbortes konvertiert.

Zumindest firmenintern sind Herstellungsverfahren wvon
Leuchtdioden-Bauelementen, die mindestens einen Teil der, wvon
einer LED ausgesandten, Primadrstrahlung
wellenlangenkonvertieren, durch sogenannten "CLC Layer
Transfer" bekannt. Dabei wird ein ebenes Konverterplattchen
direkt auf den Chip geklebt. Das "wire bond pad" wird dabei
ausgespart, damit der Chip anschlieBend drahtkontaktiert

werden kann.

Eine mittige Anordnung der Chipanschliisse ist hier
ungeeignet, da die Gefahr einer Klebstoffkontamination und
einer damit verbundenen schlechten Bondbarkeit besteht.
Aufgrund des flachen Konverterpladttchens in Kombination mit
speziellen Chipdesigns oder auch bedingt durch transparente
Klebstoffe kommt es zu Inhomogenitdten des Farbortes, zum

Beispiel dem so genannten "blue piping" bei Leuchtdioden mit
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blauer Primarstrahlung, iber den Abstrahlwinkel der
Lichtquelle. Besonders betroffen sind hierbei die
Seitenrander, an denen eine unzureichende Konversion

stattfindet.

Ebenso ist das Verfahren der Volumenkonversion bekannt. Dabei
wird der Leuchtdioden-Chip nach dem Drahtkontaktieren mit
einem Vergussmaterial umhiillt, welchem der Konverter bereits
beigemischt ist. Die Umhiillung des Chips geschieht dabei

mittels Giellverfahren.

Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass es durch den so
genannten "Stokes-shift" zu einer Erwarmung des
Vergussmaterials kommt, die durch die Vergusshdhe bestimmt
ist. Unter "Stokes-shift" wird allgemein der Effekt
verstanden, dass das von fluoreszierenden Mitteln emittierte
Licht zu groReren Wellenldngen hin verschoben wird; es
erfolgt also eine "Rotverschiebung"”. Durch die Erwdrmung kann
es zu einer thermischen Uberbeanspruchung des
Vergussmaterials kommen, die sich durch Risse im
Vergussmaterial sowie durch Konverteralterung beziehungsweise
Konverterquenching auszeichnet. Als Konverterquenching, auch
unter Bezeichnung Konverterldschung bekannt, werden Vorgange
bezeichnet, die eine Abnahme der Intensitat der Fluoreszenz
eines Fluoreszenzmittels zur Folge haben, ohne dass das
Fluoreszenzmittel zerstdrt wird. Damit ist keine ausreichende
Konversion mehr gegeben und es kommt zu Inhomogenitaten des
Farbortes. BResonders betroffen hiervon sind
Hochstromanwendungen, sogenannte high-power-Bauformen.
Dariiber hinaus sind Leuchtdioden-Bauelemente, die durch
Volumenkonversion hergestellt werden, aufgrund ihrer
erzeugten Flachenstrahlung flir abbildende Systeme nicht

geeignet.



10

15

20

25

30

WO 2012/163655 PCT/EP2012/058825

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
Verfahren zur Herstellung von Leuchtdioden-Bauelementen mit
Konversionselement zu entwickeln, die Inhomogenitdten des
Farbortes beziehungsweise Farbortschwankungen vermeiden und
eine verbesserte Farbhomogenitat iber den Abstrahlwinkel

erreichen.

Geldst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren gemall den
unabhdngigen Anspriichen. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in

den abhangigen Anspriichen angegeben.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des hier beschriebenen
Verfahrens wird eine Vielzahl von gleichartigen Leuchtdioden-
Bauelementen, mit jeweils einer LED und einem
Konversionsmittel, welches zumindest einen Teil einer wvon
einer LED ausgesandten Strahlung wellenladngenkonvertiert,
hergestellt, indem auf den Wafer mittels Spritztechnik
strahlungs- und thermisch-stabiles Material, dem

Konversionsmittel zugefiigt sind, aufgebracht wird.

Hierbei wird der Wafer mit den Leuchtdioden-Chips in eine
Kavitat einer Spritzform eingebracht, in welche in einem
weiteren Schritt eine Spritzmasse eingetrieben wird. Diese
Spritzmasse ist mit einem Konversionsmittel versetzt und wird
derart eingetrieben, dass die gesamte Waferoberflédche
gleichformig bedeckt ist. Nachfolgend wird die Spritzform
entfernt und die Leuchtdioden-Lichtgquellen aus dem

Waferverbund werden vereinzelt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform eines hier
beschriebenen Verfahrens erfolgt das Eintreiben der

Spritzmasse, welche mit Konversionsmitteln versetzt ist, in
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die Kavitat derart, dass die Leuchtdiodenchips mit einer
gleichformigen Schichtspritzmasse umgeben sind.
"Gleichfdérmig" kann hierbei insbesondere bedeuten, dass die
Leuchtdiodenchips entlang ihrer gesamten freiliegenden
AuBenfldche mit der Spritzmasse bedeckt werden, wobei der
Abstand der AuBenfldche der Spritzmasse von der freiliegenden
AuBenflédche eines Leuchtdiodenchips im Wesentlichen konstant
ist. Das heilt, auch Seitenflidchen der Leuchtdiodenchips, die
zum Beispiel schrag zur Hauptflache der Leuchtdiodenchips
verlaufen, werden mit der Spritzmasse bedeckt. Dadurch wird
das Risiko des sogenannten "blue pipings" reduziert. "blue
piping" bedeutet dabei, dass zum Beispiel bei einem blaues
Licht emittierenden Leuchtdiodenchip, bei dem ein Teil des
Lichts derart konvertiert wird, dass insgesamt wvon
Leuchtdiodenchip und Konversionsmitteln weilRes Licht
emittiert wird, eine Emission von bl&dulichem Licht aus dem
Bereich der Seitenfldchen des Leuchtdiodenchips sichtbar ist,
wenn der Leuchtdiodenchip nicht mit einer gleichfdrmigen

Schichtspritzmasse umgeben wird.

Mit dem Verfahren ist es mdglich, komplett abgedeckte
Leuchtdioden-Chips herzustellen, wodurch sich eine erhebliche
Reduzierung beziehungsweise Vermeidung von Inhomogenitédten

des Farborts ergibt.

Vorzugsweise wird als Spritzmasse Silikon mit beigefligtem
Konverter verwendet. Die Spritzmasse kann mindestens ein
Leuchtmittel enthalten. Dazu eignen sich beispielweise
anorganische Stoffe, wie mit seltenen Erden dotierte Granate
oder Nitride. Weitere geeignete Leuchtmittel, wie mit
seltenen Erden dotierte Aluminate oder Orthosilikate, sind

aus der WO 98/12757 bekannt.
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In einer erweiterten Ausfihrungsform werden dem Silikon-

Konverter-Gemisch Si0Op-Partikel zugefigt, um das Silikon vor

thermischer Schaddigung und den Konverter vor Alterung

beziehungsweise Quenching zu schiitzen.

In alternativen Ausfihrungsformen konnen als Fillmaterial ein
Epoxy-Silikon-Hybrid oder andere strahlungs- und thermisch-
stabile Materialen verwendet werden. Diesen Kombinationen aus
Fillmaterial und Konverter kann weiterhin zusdtzliches

thermisch leitendes Material hinzugefiigt werden.

In einer zweckmaBRigen Weiterbildung des Verfahrens ist die
Spritzform derart ausgebildet, dass sich eine glatte, ebene

Oberfldche der Spritzmasse ergibt.

Alternativ wird die Spritzform derart gestaltet, dass die
Abdeckung des Chips dreidimensional, zum Beispiel in Form
einer Kuppel, ausgefihrt ist. Dadurch wird gleichzeitig eine
Verbesserung der Farbhomogenitdt tber den Abstrahlwinkel

erreicht.

In einer vorteilhaften Ausfithrung des Verfahrens wird das
"wire bond pad" des Chips frei von Spritzmasse gehalten, um
eine Drahtkontaktierung des Chips zu ermdéglichen. Dies
geschieht zweckmaBig durch Abtragung der Masse, lber den
betreffenden elektrischen Kontakten, mittels Laser.

In einer alternativen Ausfiihrung ist das Spritzwerkzeug
derart gestaltet, dass es direkt den Bond-Kontakt abdichtet

und somit frei von Vergussmaterial halt.

In einer weiteren Ausfithrung wird das "wire bond pad" mittels
einer darauf aufgebrachten Folie vor Vergussmaterial

geschiutzt.
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In einer besonders vorteilhaften Ausfihrung des Verfahrens
wird ein Anschlusskontakt, das sogenannte "bond pad", durch
Auftragung einer photoaktiven Schicht geschiitzt, die im
Anschluss wieder entfernt werden kann. Dies kann zum Beispiel

durch nasschemische Verfahren realisiert werden.

Zweckmallig werden die Leuchtdioden-Chips nach dem Umhitillen,

mittels Sagens des Wafers, vereinzelt.

Durch die vollstandige Abdeckung des Chips inklusive der Mesa
mit konvertergefiilltem Vergussmaterial werden Inhomogenitaten

des Farbortes erheblich reduziert beziehungsweise vermieden.

Gemal alternativer Verfahren wird eine Vielzahl wvon
vorsortierten Leuchtdioden-Chips zu einem kinstlichen Wafer
angeordnet und dieser in eine Kavitat einer Spritzform
eingebracht, in welche in einem weiteren Schritt eine
Spritzmasse eingetrieben wird. Diese Spritzmasse ist mit
Konversionsmitteln versetzt und wird derart eingetrieben,
dass die gesamte Waferoberfliche gleichfdérmig bedeckt ist.
Nachfolgend wird die Spritzform entfernt und die
Leuchtdioden-Bauelemente aus dem kiinstlichen Waferverbund

werden vereinzelt.

Vorliegend erfolgt ein Anordnen wellenlangenvorsortierter
Leuchtdiodenchips zu einem kiinstlichen Wafer. Es kdnnen dazu
beispielsweise lediglich Leuchtdiodenchips, die einer
gemeinsamen Klasse von Leuchtdiodenchips (auch Bin)
zugeordnet sind, zum kinstlichen Wafer angeordnet werden. Da
samtliche Leuchtdiodenchips des kiinstlichen Wafers mit einer
gleichformigen Schicht aus Spritzmasse derart umgeben werden,

dass die Dicke der Spritzmasse lber jeden Leuchtdiodenchip
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den gleichen Verlauf nimmt, entstehen nach dem Vereinzeln
Leuchtdioden-Bauelemente, die zum Beispiel weiles Mischlicht
aus einem engen Farbortbereich emittieren. Ein weiteres
Sortieren der Leuchtdioden-Rauelemente hinsichtlich des
Farbortes kann dann entfallen. "Gleichfdérmig" heilt dabei
unter anderem auch, dass der Verlauf der Spritzmasse lber
jeden Leuchtdiodenchip gleich ist. Das heiBt, im Rahmen der
Herstellungstoleranz weist die Spritzmasse Uber jeden der

Leuchtdiodenchips die gleiche Form und Ausdehnung auf.

Die Anordnung vorsortierter Leuchtdioden-Chips auf einem
kiinstlichen Wafer ermdéglicht es, besonders farbhomogene
Leuchtdioden-Bauelemente, deren Farbortverteilung durch die

Vorsortierung eingeschrankt ist, herzustellen.

In verschiedenen Weiterbildungen des alternativen Verfahrens
kénnen wieder die gleichen Spritzmassen und Oberflachenformen
verwendet werden, wie vorangehend beschrieben. Auch kénnen
die vorherig beschriebenen Verfahren zur Aussparung des "wire

bond pads" angewendet werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst
der Leuchtdiodenchip einen aktiven Bereich, in dem im Betrieb
des Leuchtdiodenchips die elektromagnetische Primdrstrahlung,
zum Beigpiel blaues Licht, erzeugt wird. Bei dem
Leuchtdiodenchip bleibt eine Hauptflache des
Leuchtdiodenchips, durch die ein GroRteil der Primarstrahlung
den Leuchtdiodenchip verlasst, frei von Kontaktstrukturen und
Stromverteilungsbahnen. Das heilRt, diese Hauptflache, die
beispielsweise einen Trager fir die epitaktisch
abgeschiedenen Schichten des Leuchtdiodenchips
gegenliberliegt, ist frei von beispielsweise einem Bond-Pad

und/oder Stromverteilungsbahnen zur Stromaufweitung tber die
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gesamte Hauptfldche. Vielmehr erfolgt bei diesem
Leuchtdiodenchip die Stromverteilung unterhalb der
Hauptflache und damit unterhalb eines groBen Teils der
Strahlungsaustrittsflache. Auf diese Weise sind an der ersten
Hauptflache keine lichtabsorbierenden Strukturen angeordnet

und die Effizienz des Leuchtdiodenchips ist erhoht.

Der Leuchtdiodenchip umfasst dabei zumindest eine elektrisch
leitende Durchkontaktierung, insbesondere eine Vielzahl
elektrisch leitender Durchkontaktierungen, die den aktiven
Bereich von der der Hauptfliche des Leuchtdiodenchips
abgewandten Seite her durchdringt. Beispielsweise kann auf
diese Weise die n-leitende Seite des Leuchtdiodenchips
elektrisch leitend angeschlossen sein. Eine Kontaktfléache,
beispielsweise ein Bondpad, zum elektrischen Anschlielen der
n-Seite des Leuchtdiodenchips kann dann lateral benachbart

zum Halbleiterkdrper des Leuchtdiodenchips angeordnet sein.

Insbesondere ist es mdglich, dass samtliche
Leuchtdiodenchips, die im Verfahren mit der Spritzmasse

versehen werden, in dieser Weise ausgefithrt sind.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens betragt
die Dicke der Spritzmasse an ihrer dicksten Stelle hochstens
100 um. Vorzugsweise fallt die Dicke der Spritzmasse an ihrer
dinnsten Stelle nicht unter 60 um ab. Auf diese Weise ist es
moéglich, den Leuchtdiodenchip mit einer ausreichend dicken
Schicht mit Konversionsmitteln zu bedecken, so dass das oben
beschriebene "blue piping”™ nicht auftritt. Andererseits kann
mit einer so diinnen Schicht eine zu starke Erwarmung der
Konversionsmittel und damit der oben beschriebene "Stocks-

shift" vermieden werden.
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Nach dem Umhiillen der Leuchtdioden-Chips werden diese durch
Sdgen des kiinstlichen Wafers vereinzelt. Der so vereinzelte
Chip ist auf allen Seitenflanken sowie der Oberfldche mit
konvertergefiilltem Vergussmaterial umhiillt, was zu einer
erheblichen Reduktion wvon Inhomogenitdten des Farbortes,

insbesondere an den Randern, fihrt.

In alternativen Ausfihrungen des Verfahrens werden die
einzelnen Leuchtdioden-Chips durch Wasserstrahlschneiden,

Lasern oder durch Stanzen vereinzelt.

In einer besonders vorteilhaften Ausfihrung des Verfahrens
werden die Leuchtdioden-Chips mittels einer speziell
ausgefiihrten Sage vereinzelt, die eine Struktur an den
Seitenkanten, entlang der Trennlinie, erzeugt. Damit wird
eine weitere Verbesserung der Farbhomogenitat lber dem

Abstrahlwinkel erreicht.

Nachfolgend werden Ausfihrungsbeispiele anhand der Figuren

erlautert.

Es zeigen:

Figur 1A ein Ausfihrungsbeispiel eines Zwischenprodukts,

welches nach einer Ausfiihrungsform des

erfindungsgemalien Verfahrens hergestellt ist.

Figur 1B eine alternative Ausfihrungsform des

Zwischenprodukts der Figur la.

Figur 2A ein drittes Ausfiihrungsbeispiel eines

Zwischenprodukts, welches nach einer
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Ausfiihrungsform des erfindungsgemdfBen Verfahrens

hergestellt ist.

Figur 2B eine alternative Ausfihrungsform des

Zwischenprodukts der Figur 2a.

Figur 3 eine schematische Schnittdarstellung eines mittels
eines hier beschriebenen Verfahrens hergestellten

Leuchtdioden-Bauelements.

In den Ausfihrungsbeispielen sind gleiche oder gleich
wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen Bezugszeichen

versehen.

Das Zwischenprodukt in Figur 1A beinhaltet einen Chiptrager
1, welcher Leuchtdioden-Chips 3 aufweist und mit einer
Schicht Spritzmasse 2 bedeckt ist. Der Chiptrager 1 mit
aufgebrachten Leuchtdioden-Chips 3 wurde in die Kavitat einer
Spritzform eingebracht und mittels Eintreiben einer
Spritzmasse 2, welche mit einem Konversionsmittel versetzt
ist, gleichmdBig mit einer als Schicht ausgebildeten
Spritzmasse 2 umgeben. Die Kavitdt ist dabei derart
ausgeformt, dass eine glatte, ebene Oberflache b5a entsteht.
AnschlieBend werden die Leuchtdioden-Chips 3 auf dem
Chiptrager 1 mittels Sagen entlang einer Trennlinie 4

vereinzelt.

In Figur 1B weist das Zwischenprodukt einer Ausfihrungsform
des erfindungsgemalen Verfahrens einen Chiptrager 1 mit
aufgebrachten Leuchtdioden-Chips 3 auf, der von einer Schicht
Spritzmasse 2 bedeckt ist. Hierzu wurde der Chiptrager 1 mit
den aufgebrachten Leuchtdioden-Chips 3 in eine Kavitat einer

Spritzform eingebracht und durch Eintreiben einer Spritzmasse
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2, der Konversionsmittel beigefligt sind, gleichfdrmig mit
einer Schicht Spritzmasse 2 umgeben. Dabei ist die Kavitat
der Spritzform so ausgestaltet, dass eine strukturierte
Oberflache b5b entsteht. Die vom Chiptrager 1 getragenen
Leuchtdioden-Chips 3 werden darauffolgend durch Sd&gen entlang

einer Trennlinie 4 vereinzelt.

Das Zwischenprodukt in Figur 2A beinhaltet Chiptrdger 1, mit
darauf aufgebrachten Leuchtdioden-Chips 3, welche wvon
Spritzmasse 2 umgeben sind. Gemal des vorgeschlagenen
Verfahrens wurden die einzelnen und beispielsweise nach
Farbort vorsortierten Chiptrager 1, mit darauf aufgebrachten
Leuchtdioden-Chips 3, zu einem kinstlichen Wafer angeordnet
und dieser anschlieBend in eine Kavitat einer Spritzform
eingebracht. Daraufhin wurde eine Spritzmasse 2 derart
eingetrieben, dass die Chiptrédger 1, die jeweils eine LED 3
aufweisen, von einer gleichfdrmigen Schicht Spritzmasse 2
umgeben sind. Der Spritzmasse sind Konversionsmittel
beigefiigt. Die Kavitat der Spritzform ist hierbei derart
geformt, dass eine glatte, ebene Oberfliche 5a entsteht. Die
jeweils auf einem Chiptradger 1 aufgebrachten Leuchtdioden-
Chips 3 werden mittels Sagen entlang einer Trennlinie 4

vereinzelt.

Das in Figur 2B gezeigte Zwischenprodukt weist wiederum
Chiptrager 1 mit aufgebrachten Leuchtdioden-Chips 3 auf, die
von einer Spritzmasse umhiillt sind. Hierzu wurden die
einzelnen Chiptrager 1 zu einem kinstlichen Wafer angeordnet
und in eine Kavitat einer Spritzform eingebracht. Durch
Eintreiben einer Spritzmasse 2 wurde die Anordnung
gleichformig mit einer Schicht Spritzmasse 2 umgeben. Die
Kavitat der Spritzform ist dabei derart ausgestaltet, dass

eine strukturierte Oberfliche 5b entsteht. Die einzelnen, auf
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den Chiptragern 1 angeordneten, Leuchtdioden-Chips 3 werden

durch Sdgen entlang einer Trennlinie 4 vereinzelt.

In alternativen Formen kdnnen die Zwischenprodukte in den
Figuren 2A und 2B auch durch Wasserschneiden, Stanzen oder

Lasertrennung vereinzelt werden.

Die Figur 3 zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines
mittels eines hier beschriebenen Verfahrens hergestellten
Leuchtdioden-Bauelements. Das Leuchtdioden-Bauelement weist
einen Chiptradger 1 auf. Der Chiptrager 1 kann beispielsweise
mit einem elektrisch leitenden Material wie Germanium,
Silizium oder Kupfer gebildet sein. An der Oberseite des
Chiptragers 1 ist der Leuchtdiodenchip 3 angeordnet. Der
Leuchtdiodenchip 3 besteht vorliegend beispielsweise aus
einem epitaktisch gewachsenen Halbleiterkdrper. Der
Leuchtdiodenchip 3 kann dabei frei von einem Aufwachssubstrat
sein. Das heiBt, das beispielsweise dem Chiptrager 1
urspringlich gegenliberliegende Aufwachssubstrat ist entfernt
und der Leuchtdiodenchip 3 besteht aus epitaktisch

gewachsenen Schichten.

Der Leuchtdiodenchip 3 umfasst einen aktiven Bereich 30. Im
aktiven Bereich 30 wird im Betrieb des Leuchtdiodenchips 3
Primarstrahlung erzeugt. Ein Grolteil der Primarstrahlung
verlasst den Leuchtdiodenchip durch die Hauptflache 31. Ein
Teil der Primarstrahlung tritt jedoch auch durch die quer zur

Hauptflache 31 verlaufenden Seitenfldachen des Chips aus.

Durch den aktiven Bereich 30 hindurch erstreckt sich
zumindest eine elektrische Durchkontaktierung 32, die
vorliegend beispielsweise dem n-leitenden Bereich des

Halbleiterkorpers des Leuchtdiodenchips 3 anschlielRt.
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Vorliegend ist die Kontaktierung seitlich am Leuchtdiodenchip
3 hin ausgefiihrt, und eine Kontaktfldche 33 liegt dort frei.
Uber der Kontaktflidche 33 ist die Spritzmasse 2, die den
Leuchtdiodenchip 3 ansonsten umgibt, abgetragen. An den
Kontaktfldchen 33 kann beispielsweise eine Drahtkontaktierung
des Leuchtdiodenchips 3 erfolgen, zum Beispiel handelt es
sich bei der Kontaktfldche 33 dann um ein sogenanntes Bond-

Pad.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102011102590.5, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen einer Vielzahl
von gleichartigen Leuchtdioden-Bauelementen, mit jeweils
zumindest einem Leuchtdioden-Chip und einem
Konversionselement, welches zumindest einen Teil einer vom
zumindest einen Leuchtdioden-Chip (3) ausgesandten
elektromagnetischen Strahlung wellenlangenkonvertiert, mit
den Schritten:

- Anordnen wellenlangenvorsortierter Leuchtdioden-Chips (3)
zu einem kinstlichen Wafer

- Einbringen des Wafers in eine Kavitdt einer Spritzform

- Eintreiben einer Spritzmasse (2), welchen mit
Konversionsmitteln versetzt ist, in die Kavitdt, so dass die
Leuchtdioden-Chips (3) mit einer gleichfdérmigen Schicht
Spritzmasse umgeben sind,

- Entfernen der Spritzform,

- Vereinzeln der Leuchtdioden-Bauelemente auf dem Wafer.

2. Verfahren zum gleichzeitigen Herstellen einer Vielzahl
von gleichartigen Leuchtdioden-Bauelementen, mit jeweils
zumindest einem Leuchtdioden-Chip und einem
Konversionsmittel, welches zumindest einen Teil einer vom
zumindest einen Leuchtdioden-Chip ausgesandten
elektromagnetischen Primarstrahlung wellenlangenkonvertiert,
mit den Schritten:

- Bereitstellen eines Wafers mit darauf aufgebrachten
Leuchtdioden-Chips (3),

- Einbringen des Wafers in eine Kavitat einer Spritzform,

- Eintreiben einer Spritzmasse (2), welche mit
Konversionsmitteln versetzt ist, in die Kavitdt, so dass die
Leuchtdioden-Chips mit einer gleichfdérmigen Schicht

Spritzmasse umgeben sind,
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- Entfernen der Spritzform

- Vereinzeln der Leuchtdioden-Bauteile auf dem Wafer.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

wobei zumindest einer der Leuchtdioden-Chips (3) einen
aktiven Bereich (30) umfasst, in dem im Betrieb des
Leuchtdioden-Chips (3) die elektromagnetischen
Primdrstrahlung erzeugt wird, wobei

- eine Hauptflache (31) des Leuchtdioden-Chips (3) frei wvon
Kontaktstrukturen und Stromverteilungsbahnen ist, und

- der Leuchtdioden-Chip (3) zumindest eine elektrisch
leitende Durchkontaktierung (32) umfasst, die den aktiven
Bereich (30) von der der Hauptflache (31) des Leuchtdioden-

Chips (3) abgewandten Seite her durchdringt.
4. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei die Dicke der Spritzmasse an ihrer dicksten Stelle

héochstens 100 pm betragt.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,

wobei die Oberflache der Bedeckung durch Spritzmasse (2) eine

glatte, ebene Flache (ba) ergibt.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,

wobei die Oberflache (5b) der Bedeckung durch Spritzmasse (2)

eine Struktur aufweist.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,

bei dem die Leuchtdioden-Chips (3) elektrische Kontaktfldchen

(33) aufweisen.

8. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,
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bei dem auf elektrischen Kontaktfldchen (33) angebrachte

Spritzmasse (2) mittels Laserstrahlung abgetragen wird.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
bei dem elektrische Kontaktflachen (33) des Leuchtdioden-
Chips (3) vor dem Einbringen in die Kavitat abgedeckt und vor

dem Vereinzeln wieder freigelegt werden.

10. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,

bei dem das Abdecken der elektrischen Kontaktfldchen (33) des
Leuchtdioden-Chips (3) mittels Folien geschieht, welche auf
die vorderseitige Oberflache des Leuchtdioden-Chips

aufgebracht werden.

11. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
bei dem das Abdecken der elektrischen Kontaktfldchen (33) des
Leuchtdioden-Chips (3) durch eine vorderseitige Innenwand der

Spritzform hindurch geschieht.

12. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,

bei dem das Abdecken der elektrischen Kontaktfldchen (33) des
Leuchtdioden-Chips (3) durch eine photoaktive Schicht
erfolgt.

13. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,

bei dem das Vereinzeln der Leuchtdioden-Lichtguellen
beziehungsweise Leuchtdioden-Chips (3) durch Sadgen oder durch
Wasserstrahl-Schneiden oder durch Lasertrennung oder durch

Stanzen geschieht.
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